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P 型窒化ガリウム(p-GaN)上に低接触抵抗のオーミック電極をレーザーアニールにて作製する方

法はいくつか報告されている[1,2]。なかでも超短パルスレーザーを用いた手法は、局所的処理が可

能で空間選択性に優れた加工ができ、低接触抵抗率を達成する上で有用である[3]。しかし、超短

パルスレーザー照射を用いた電気特性改善の詳しいパラメータは分かっていない。そこで、本研

究では、蒸着した金属電極に内側からレーザー照射を行い、p-GaN/金属界面に相互作用を起こし

て電気特性を改質し、そのフルエンス依存性を調査した。 

サファイア基板上にエピタキシャル成長させた p-GaN 層(～1 µm)の上に 100 µm2の電極をもつ

IV 測定用のマスクパターンを用いてフォトリソグラフィを行い、金属膜( Ni/Au )を蒸着した。レ

ジスト除去を行った後、ピコ秒レーザーをサファイア基板側から金属電極界面に照射した。走査

速度 1.5㎜/s、パルス幅は 0.3 psでフルエンス 0.08-0.40 J/cm2を 0.04 J/cm2毎に変化させた。 

Fig.1(a)に未照射電極と 0.08 J/cm2の IV 特性、(b)に 0.12-0.40 J/cm2の IV 特性を示す。Fig.1(a)

から、未照射部ではショットキー特性だったが、レーザー照射後はオーミック特性へ変化し、電

流値が増加していることがわかる。0.16 J/cm2以上の照射フルエンスでは電流量増加にフルエンス

依存性が見られなくなり、電極部だけでなく広範囲の結晶構造にも変化が起こったと考えられる。 

 

Fig.1. I-V Characteristics (a: non-irradiation and 0.08 J/cm2, b: 0.12-0.40 J/cm2 ) 
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